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【はじめに】Si に換わる次世代パワーデバイ

ス材料として注目される GaN の応用拡大には、

単結晶基板製造コスト低減等の観点から GaN 

on Si 構造が望ましい。GaN on Si は通常、

Si(111)上に極性面 GaN を成長させるため、パ

ワーデバイスでは貫通転位密度の増大、発光デ

バイスでは緑色光の波長領域での発光効率低

下を引き起こす[1]。そこで我々は、MnS バッ

ファー層を用いた Si (100)基板上無極性AlNお

よび GaN 成長を提案している。AlN の無極性

面成長は既にレーザー堆積法で実現している

が、実デバイス応用を目指しスパッタ法での作

製を試みている[2]。現在、スパッタ法では低

温 AlN 層(LT-AlN)の挿入で MnS 層の窒化を防

ぎ、無極性 AlN の結晶化を実現している[3]。

本報告ではさらなる AlN の結晶性向上を目指

し、AlN 作製に用いる反応性スパッタ時の N₂

流量の条件検討を行った結果を報告する。 

【実験方法】Si 基板上に、MnS 層を室温で 20 

nm、その後基板温度 550 ℃まで昇温し 30 nm

を RF スパッタ法で成膜した。その後反応性

DC スパッタ法で AlN を成膜した。まず 300 ℃

で 5 nm 成膜後、750 ℃に昇温し 45 nm 成膜を

行った。Ar ガスに対する N2流量比は 15-50 %

で変化した。結晶性評価を 2 次元(2D-)XRD で

行った。化学結合状態評価に X 線のエネルギ

ーを変えた光電子分光法を用いて通常の

XPS(Al kα:1.5keV)で表面領域、硬 X 線光電子

分光(HAXPES, SPring-8-BL15XU: 6keV)でバル

ク領域をそれぞれ評価した。 

【実験結果】Fig.1 に N₂流量を 15%及び 30%

時の 2D-XRD 像を示す。N₂流量 30%以上で単

相の無極性 AlN 成長を確認し、極性 AlN 成長

よりも高N₂流量が必要であった[3]。Fig.2には、

XPS 及び HAXPES それぞれの測定から得た

Al2pスペクトルのAl-Nと欠陥構造が大気暴露

で酸化した結合状態のエリア強度比の結果を

示す。N₂流量の増加に伴い、N 欠陥由来のピー

ク強度が、XPS、HAXPES いずれの測定結果か

らも減少し、バルク領域ではより減少している

ことが分かった。以上の結果から、N₂流量を増

やすことで Al が十分に窒化され、AlN 薄膜表

面及びバルク領域でも、欠陥の少ない無極性面

AlN 膜が作製できると考えられる。 
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Fig. 1. 2D-XRD images of AlN films deposited at 15 

and 30 % N₂/Ar gas ratios on MnS / Si (100). 
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Fig. 2. Area intensity ratio of Al-O-N and Al-O to 

Al-N bonding states against the N₂ gas ratio. The 

inset shows Al 2p XPS spectra of AlN film 

deposited at 30 % N₂ gas ratio on MnS / Si 
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